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Résumé :


Dans ce travail, nous nous intéressons à l’étude de la diffusion d’ions légers et de faible énergie (quelques keV) par une surface solide amorphe. La simulation numérique des spectres de diffusion obtenus pour différentes valeurs des angles d’incidence et de diffusion.

Un code de calcul de type Monte Carlo a été utilisé. Ce dernier est basé sur l’approximation des collisions binaires et tient compte des diffusions multiples qui deviennent importantes dans ce cas. L’effet du potentiel utilisé pour décrire l’interaction projectile-atome cible, sur les spectres de diffusion a été étudié. Des exemples de spectres obtenus dans le cas de la diffusion d’ions He+ par une surface de silicium, sont présentés et discutés.

Mots clés : interaction ion-surface, simulation Monte-Carlo.
